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【背景と目的】シリコンナノ結晶(SiNC)は，量子サイズ効果によってバルク半導体材料とは異なっ

た光学的な性質を有し，発光素子や太陽電池への応用が期待されている。近年，有機ポリマーで

ある poly(3-hexylthiophene)(P3HT)と SiNC を混合した材料を用いた太陽電池が研究されている[1]。

これは，有機薄膜太陽電池の溶液プロセスによる低コスト化に加え，ナノ結晶の量子サイズ効果

による光の吸収の効率化を見込んでいる。本研究では SiNC の表面を処理し，有機溶媒中での分

散・凝集状態を変化させることで，光伝導度への影響を検討する。 

【実験方法】SiH4ガスを VHF プラズマで分解し，気相中で SiNC を作製した。作製した SiNC は

1,2-dichlorobenzene(DCB)に分散させた。表面処理を行う場合は，Hexamethyldisilazane(HMDS)を加

えた。その後，各溶液に P3HT を加えて溶液を作製し，基板へスピンコーティングした。光伝導

特性についてはソーラーシミュレータを用いて I – V 特性を測定し，検討した． 

【実験結果】図 1 は，SiNC の表面処理の有無による DCB 内での凝集・分散状態の変化を SEM で

確認したものである．この図から表面処理を行うことによって，DCB 中で分散しやすくなること

が確認できるが，これは表面が疎水性になることに起因すると考えている．また図 2 には，光照

射時の電流から暗電流を差し引いた I – V特性の結果を示す。図 2から，表面処理を行ったほうが

電流値は大きく，ヒステリシスは小さくなっていることがわかる。この結果から，均一に SiNC

が広がることで P3HT と SiNCの接触面積が増え，トラップサイトが減少したことがうかがえる。 

 

図 1  DCB 内の SiNCの分散 

  (a)は表面処理なし (b)は表面処理あり                  図 2  電流電圧特性 
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